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Abstract (en)
[origin: WO8909494A1] A thin film field effect transistor utilizes a double-layer of dielectric material with a first layer (14) of an insulating crystalline or
amorphous material and a second layer (16) of silicon nitride. The first layer has a high dielectric constant and the second layer eliminates pinholes
which could occur in the first layer.

Abstract (fr)
Un transistor à effet de champ à film mince utilise une double couche de matériau diélectrique, la première couche (14) étant constituée d'un
cristallin ou d'un matériau amorphe isolant et la deuxième (16) d'azoture de silicium. La première couche comporte une constante diélectrique
élevée et la seconde élimine les trous qui pourraient se former sur la première couche.
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